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ON Semiconductor

* ON Semiconductor
Sidlo vedeni: Phoenix, AZ (USA)

Pocet zaméstnancu: 20 000+
2011 obrat: 3,442 mld. USD

Segmenty trhu Regionalni rozdéleni trhu

Industrial/Mil/ Automotive Japan
Aero/Medical

Americas

Communications

Consumer

Computing

Asia Pacific

ON Semiconductor® n N
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Portfolio produktt

Automotive Sector Computing Sector Consumer Sector Communications Sector Industrial/Medical/Mil-Aero
(20% of Revenue) (20% of Revenue) (27% of Revenue) (13% of Revenue) (20% of Revenue)

* Automotive ASIC * AC-DC Conversion * AC-DC Conversion » DC-DC Conversion * Power Modules

* Power & Analog » DC-DC Conversion « DC-DC Conversion « Digital Potentiometers « Integrated Sensor Products
» Transceivers » Power Factor Correction « Power Factor Correction « |/O Expanders * Motor Drivers

» DC-DC Conversion » Signal & Interface » Signal & Interface * Clock & Timing » Transceivers

» LED Drivers » Vcore Controllers * LED Drivers » Voltage Management * Audio DSPs

» Sensors & Actuators * Thermal Management * Audio DSPs, Codecs, « Sensors » Clock & Timing

 Motor Drivers & Tuners + Custom Foundry and ASIC
 Mirocontrollers * Microcontrollers « Integrated Passives (IPD)

* Audio DSPs & Tuners

Standard Products (Multi-Market)

« EEPROM, SRAM * Thyristors * Protection « Filters + Standard Logic
» Bipolar Transistors » Diodes * Recitifers « MOSFETs * Linear Regulators
* IGBTs « JFETs * Amplifiers

: ON Semiconductor® ﬂN
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ON Semiconductor v Ceské republice

Manufacturing Development Corporate
Wafer fab Design centers Sha_red
(Roznov) (Roznov, Brno) Services

&

Silicon production R&D Central Europe

(Roznov) (Roznov) Support

Number of employees

Czech Republic (Roznov & Brno); 1200+

: ON Semiconductor® ﬂN
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Historie - TESLA Roznov

» 1949 Zalozena TESLA Roznov jako vyrobce
vakuovych elektronek

« 1950 Vyrobena prvni vakuova elektronka

» 1957 Vyroben prvni Ge tranzistor

« 1961 Vyroben prvni Si tranzistor

« 1962 Vyrobena prvni barevna TV obrazovka
» 1967 Vyroben prvni integrovany obvod

« 1989 TESLA Roznov, statni podnik s 8 500 za-
méstnanci, vyrabi barevné obrazovky, polo-
vodiCové materialy a soucastky, zarizeni a
stroje

* 1991 TESLA Roznov ztraci trh vychodni Evro-
py a prestava existovat

* 1992 Firmy TESLA SEZAM a TEROSIL zalo-
zeny po rozdéleni Tesly Roznov

: ON Semiconductor® m
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Historie - Motorola/ON Semiconductor

Pocatek spoluprace s firmou MOTOROLA jako strategickym partnerem
Zalozeno Czech Design Center

DosaZena kapacita vyroby €ipd 2 000 desek tydné (4")

MOTOROLA se stava akcionarem firem TESLA SEZAM and TEROSIL

Je vytvorena firma ON Semiconductor jako spin-off MOTOROLA (SCG Group)
DosazZena kapacita vyroby Cipt 6 000 desek tydné (4")

DosazZena kapacita vyroby €ipt 11 000 desek tydné (4")

DosaZena kapacita vyroby €ipt 14 000 desek tydné (4")

TEROSIL and TESLA SEZAM se spojuji do ON Semiconductor Czech Republic
DosaZena kapacita vyroby €ipa 19 000 desek tydné (4")

Schvalen expanzni projekt na 1000 desek tydné (6")

Schvalena plna konverze na 6"

Ukoncena konverze na 6"

: ON Semiconductor® GN
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Technologie vyroby Cipu
Bipolarni technologie

« Standard Linear (single/double metal)
« ON50
« M3.5& M5 (high frequency bipolar)

Vykonové MOS technologie

« Power MOS

* Integrated Power

« IGBT

* High Voltage Rectifiers
* N-JFET CCR

« LCFilters

. ON Semiconductor® ﬂN
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Steppers: UT 1500
ASML

Photoresist. positive
negative
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Procesy a zarizeni - Difuze
| 4

Horizontal atmospheric tubes
- Drive-in, oxidation
-Anneal, sinter 0 P, . 4 e SRS
- Boron+, BBry

VTR vertical gate oxide systems

AST2800 RTP system

ON Semiconductor® ﬂN

11 < M. Libezny « 18-Apr-2012



Procesy a zarizeni - iontova implantace

Eaton Nova
Eaton GSD 200

Varian

. | L
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Procesy a zarizeni - plazmatické leptani

Tegal 901/903
- single wafer oxide/nitride etchers

Matrix 303 etchers

P5000

various etch chambers:
- oxide etch, via etch

- polySi etch

- trench etch

- taper etch

ON Semiconductor® nN
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Procesy a zarizeni - naprasovani

Front side sputtering:

Varian - AICuSi various alloys
- Pt
- TIW

Endura - CrSi
- AlCuw
- AlCu
- TiN

Back side sputtering:
Balzers LLS810 - Ti/Ni/Ag

ON Semiconductor® nN
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Process Tools - Probe

Probers
Electroglas EG2001X

PC testers
HP 4062 UX
Reedholm

Probe testers
DTS - Motorola Dedicated Test System
ETS - Eagle Test System

T.5 tester

FET tester

ON Semiconductor®
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|zolace

Junction isolation (izolace p-n prechodem)

, Sio,
Izolace od substratu
- zaverné polarizovany P-N prechod (epi)
n-Si
Izolace od sousedni struktury
- zavérneé polarizovany P*-N prechod (difuze) Si
p-ol
Trench isolation
Izolace od substratu _
- zavérné polarizovany P-N prechod (epi) SI0;
Izolace od sousedni struktury N-Si

- dielektrikem vypinény trench

ON Semiconductor®
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|zolace - ukazky

14.46pm

Trenchova
Isolace

Difuzni b;'_ ‘
Isolace |

ON Semiconductor® ﬂN
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Baze - emitor

Baze - emitor vytvarené difazi

Emitor - fosfor -
Baze - bor

Polykifemikovy emitor

Emitor - arzén

Baze - bor

Mélka baze umoznuje zvysit rychlost tranzistoru
a zmensSit rozmeér soucastky

Emitor je vydifundovany z polykiemiku

] ON Semiconductor® ﬂN
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Emitor-baze - ukazky

emitor

‘ pt " 5 1 1 1 L} I
tS4 700 16?0kV 6.3mm x560.0k SE(U) 2/26/2008

ON Semiconductor® nN
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MOS hradlo

MOS hradlo — pfriklad: NMOS

MOS (metal — oxide - semiconductor) - pfiklad: NMOS

Samoorientované hradlo

Foto aktivni oblasti, hradlova oxidace
Depozice a implantace hradla

Foto a leptani hradla

N+ implant/difuze

] ON Semiconductor® ﬂN
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MOS hradlo - ukazky

Metal
gate

14.13uym

S4700 10.0kV 7.0mm x7.00k SE(U) 2/4{2009

Skm

Trench
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Metalizace

Funkcéni casti metalizace

Kontakty ke kfemiku, bariéry, Schottky kontakty
Vodice

Meziurovinové kontakty

Kontaktni plosky

Kontakty

Pfimy (hlinikova slitina)
Silicidy (platiny, titanu)
Bariéry - brani proliti hliniku do kiemiku (TiW, TiN)

Vodice

Hlinikové slitiny (AICu, AICuSi, AlSi)

] ON Semiconductor® ﬂN
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Metalizace - ukazky

Single layer
metal

1
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Vybrane projekty VaV

Vyvoj technologii

« ON50

« Advanced High Voltage Power Technology
* High Voltage Rectifiers

« N-JFET CCR

« LCFilters

Transfery a podpora vyroby

* Aizu 2nd source (MOSFET, CCR, and IGBT technologies)
« ECL transfer (High freq bipolar)

* EPI44 Shrinks (OpAmps/comparators, voltage regulators)
« Plasma Damage Monitoring (ONPY2/FAB2 project)

« Particle and radiation sensors (Advanced technology for large area silicon sensors)

] ON Semiconductor® ﬂN
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ONb50

PokrocCila bipolarni analogova technologie

M2 PA
CO PE P2 NE PB MM M1

18kl
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Vysokonapét’ova vykonova technologie

174
172

1770

1kl

ON Semi N ﬂN
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LC filtry

— Kondenzator vytvoreny
Zenerovou diodou

Civka vytvofena tlustym
plazmaticky leptanym AISi

ON Semiconductor® ﬂN
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N-JFET CCR

N-JFET proudovy regulator

.f:‘oly
Resistor

Al Metallization Al Metallization o

n+ Drain n+ Source

Solderable Top Metal

p+ Sub

Back Metal

Source Lead
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Vybrane pozice

Device engineer/soucastkovy inzenyr

Vyhodnocuje namérena data z hotovych desek s Cipy

Odpovida za zvySovani vytéznosti obvodu, analyzu a feSeni pripadtl snizené
vytéznosti

Spolupracuje s procesnimi technology na reseni procesnich problému
Zajist'uje vyvoj novych obvodt a jejich zavadéni do vyroby ve spolupraci s
designérem a inzenyrem produktu

Spolupracuje s technology operaci na kvalifikaci novych zafizeni a novych
technologickych postupu, jejich charakterizaci a optimalizaci.

Process engineer/technolog procesu

Zodpovida za kvalifikaci, stabilitu, vytéznost a defektivitu procesu na dané operaci
Definuje technologicka zarizeni pro danou operaci a produkt

Spolupracuje na vyvoji novych technologickych postupt

Zajist'uje ovérovaci zkousky technologie a zu€astnuje se feseni procesnich
problému ve vyrobé

] ON Semiconductor® ﬂN
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Vybrane pozice

R&D engineer/inzenyr vyvoje
«  Pomoci TCAD simulaci procesu a souc¢astek navrhuje nové technologické
postupy a konstrukce polovodi¢ovych prvka

*  Vyviji nové polovodi¢ové prvky, postupy vyroby a technologické procesy
* Meéri a vyhodnocuje parametry novych technologickych postupi a soucastek
« Zajistuje kvalifikaci novych vyrobnich postupt a technologickych procesu

Process integration engineer
Device development engineer

Process development engineer
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